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12. Να υπολογιστούν τα ΦΒ,  Vbi, maxE και W μιας επαφής Schottky βολφραμίου 

–πυριτίου n τύπου υπό μηδενική εφαρμοζόμενη πόλωση. Δίνονται: ΦΜ=4,55 
V και Nd=1016 cm-3. 
 

13. Θεωρήστε μια δίοδο Schottky χρυσού (ΦΜ=5,1 V) σε GaAs τύπου n με Nd=5 x 
1016 cm-3. Να υπολογιστούν  α) ΦΒ, β) Φn γ) Vbi, δ) το πλάτος της περιοχής 

απογύμνωσης W και το  maxE  όταν εφαρμοστεί ανάστροφη πόλωση 5V 

 

14. Από την γραφική παράσταση 
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συναρτήσει του VR μιας διόδου Schottky 

σε GaAs τύπου n  βρίσκουμε Vbi=0,9 V και την κλίση 1,03 x 1015 (F/cm2)-2V-1. 
Να υπολογιστούν : Νd και ΦΒ 
 

15. Θεωρήστε μια δίοδο Schottky βολφραμίου  σε Si τύπου n σε Τ=300Κ με Nd=5 
x 1015 cm-3  Α=5 x 10-4  cm2  και ΦΒ=0,68 V. Να υπολογιστεί η τάση ορθής 
πόλωσης που απαιτείται για να πάρουμε ρεύμα 1mA, 10 mA και 100mA β) 
Επαναλάβετε τους υπολογισμούς αν αυξηθεί η θερμοκρασία σε Τ=400Κ. 
Α*=120 A/K2cm2 
 

16. Να υπολογιστούν οι πυκνότητες  ανάστροφου ρεύματος κόρου σε μία δίοδο 
Schottky και σε μία δίοδο pn πυριτίου. Δίνονται : Για την Schottky ΦΒ=0,67 V, 
Α*=114A/K2cm2, για την pn Νd=1016cm-3, Na=1018 cm-3, , Dn= 25 cm2/s, Dp= 

10cm2/sec, τno= τpo=10-7s. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ιδιότητες Ge Si GaAs 

NC (cm-3) 1.04x1019 2.8x1019 4.7x1017 

NV (cm-3) 6.0x1018 1.04x1019 7.0x1018 

εr 16.0 11.7 13.1 

nI (cm-3) 2.4x1013 1.45x1010 1.79x106 

Eg (eV) 0.66 1.12 1.42 

χς (V) 4.13 4.01 4.07 

kT/q 0.0259 V   

q 1,6 x 10-19 Cb   

ε0 8.85 x 10-14 F/cm   


